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Abstract (Aim, Use
Applications and

Contents)

誘電特性に優れたシクロオレフィンポリマー（COP）上に中真空スパッタリング法
により，平滑性を維持したままチタンなどの密着層を介さずに銅シード層を直接形
成するための表面改質方法について調査している．銅シード層形成のための表面改
質方法として，真空紫外（VUV）照射後に酸素プラズマ処理を実施すること
で，COPと銅めっき層と密着強度は1kN/mが得られ，酸素プラズマ処理のみ
の0.8kN/mより向上することが分かった．VUV照射後に酸素プラズマ処理すること
で密着強度が向上する原因を明らかにするために，各表面改質後のTOF-SIMS深さ
分析（NI-011）を行うことにした．

実験
Experimental

COPフィルムに酸素プラズマ処理したもの（サンプル①）とVUV照射後に酸素プラ
ズマ処理したもの（サンプル②）を準備し，それぞれのTOF-SIMS深さ分析
（Posit ive，Negative）を行って頂いた．

結果と考察
Results and Discussion

COPと銅シード層の密着には，COPの最表面から最表層の水酸基（OH基）が寄与
すると考えられる．Negativeの17m/zに着目すると，図に示すように，サンプル①
に比べてサンプル②の方が最表面から最表層のOH強度が大きい結果が得られ
た．したがって，酸素プラズマ処理のみより，VUV照射後に酸素プラズマ処理した
方が最表面から最表層の水酸基が多くなり，結果として高い密着性が得られたと考
えられる．
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図 TOF-SIMS分析結果
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